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Şək. 1. CdS və Fe qatqılı CdS təbəqələri üçün optik udma spektri  

  
Təmiz CdS və müxtəlif miqdarda dəmir atomları ilə aşqarlanmış CdS 

nazik təbəqələrinin T- buraxma əmsalının dalğa uzunluğundan asılılığı tədqiq 
olunmuşdur. Nəticələr göstərir ki, təbəqələrin şəffaflığı dalğa uzunluğu artdıqca 
artır, dəmir atomlarının 5% ə miqdarında azalır, 5-10 % miqdarında artır, 
sonradan yenidən azalır. Təbəqələrin şəffaflığının aşqarların miqdarından bu 
cür asılılığı buraxma əmsalının təbəqələrin strukturunun formalaşmasının və 
qadağan olunmuş zolaq daxilində yaratdığı lokal səviyyələrinin dolma 
dərəcəsinin dəyişməsi ilə bağlıdır. 
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Fizika və texnologiyanın keçən əsrdə sürətli inkişafı yarımkeçiricilər fizi-
kasında vakuum cihazlarının bərk cisimli analoqlarının, fotodiodların yaradıl-
masına gətirib çıxartdı. Baxmayaraq ki, ötən əsrin 50-ci illərinin əvvəllərində 
silisium və germanium əsaslı mikropikselli selvari fotodiodların və yarım-
keçiricilərdə ionlaşmanın təsirinin əsas nəzəriyyəsi öyrənilməsi müəyyən 
prespektivlər yaradıb, lakin fotodiodların adekvat bərk cisimli analoqlarının 
yaradılması uzun illər tədqiqat tələb etmişdir. O zaman məşhur selvari foto-
diodlar bəzi əsas parametrlərinə- iş sahəsinə, eşik həssaslığına görə fotodiod-
lardan əhəmiyyətli dərəcədə geri qalırdı. 90-cı illərin əvvələrində silisium əsaslı 
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qeydedici detektorlar hazırlanmışdır və hal hazırda bu cihazdan otaq tem-
peraturunda fotonları qeyd etmək üçün geniş istifadə olunur. Silisium əsaslı 
qeydedici detektorlar qəza gərginliyi (və ya Heyger rejimində) rejimində 
işləyir və fotonların xətti qanununa görə geniş xətti spektrə malikdir. İsteh-
salçıdan asılı olaraq Silisium qeydedicilər bəzən mikropikselli selvari fotodiod 
və Mikropiksel foton sayğacları da adlanır. Hal hazırda silisium əsaslı qeyd-
edicilərin bəzi parametrlərinə - foton qeydetmə effektivliyinə, işçi sahəsinə, 
foto həsaslığın xətti spektrinə görə silisium əsaslı selvari fotodiodlardan əhə-
miyyətli dərəcədə üstündür. Buna görə də silisium əsaslı qeydedicilər foto-
diodların əsas anoloqu hesab olunur. Son illər ərzində silisium əsaslı foto 
qeydedicilərin kütəvi istehsalına nail olunmuşdur. Hal hazırda silisium əsaslı 
qeydedicilərin əsas istehlakçıları dünyanın aparıcı elmi mərkəzlərində 
reallaşdırılan yüksək enerjilər fizikası sahəsində irimiqyaslı layihələrdir. 
Silisium əsaslı qeydedici detektor layihələri yeni nəsil tibbi tomoqrafiyada və 
avtomobil sənayesində tətbiq olunur [1-3].  

Hazırda, tətbiq sahəsindən asılı olaraq, silisium əsaslı fotoelektron güclən-
diricilərin bir çox tipi mövcuddur [3-5]. Bu cihazların istehsal texnologiyası günü-
gündən təkmilləşir ki, bu da daha həssas, xətti və vahid fotodiodların inkişafı üçün 
əsas amildir. Yeni silisium əsaslı fotodiodların inkişafı üçün pikselləri dərinlikdə 
yerləşən mikropikselli selvari fotodiodlarının strukturu seçilmişdir (Şəkil 1a), 
piksel ölçüsü 10 μm və sıxlığı 1000 piksel/mm2. Fotodiodun aktiv sahəsi 3,7 x 3,7 
mm2-dır. Həm Çoxralski üsulu ilə, həm də zona əritmə üsulu ilə müxtəlif 
texnologiyalardan istifadə etməklə hazırlanmış 20 düymlük silisium altlıqlarında 
nümunələrin istehsalı üçün istehsal alqoritmi tərtib edilmişdir. İstehsal yeri 
olaraq, optik mikroelektronikanın istehsalında uzun illər təcrübəsi olan Malayziya 
Mikroelektron Sistemlər İnstitutu MİMOS seçilmişdir. 
 
  
 
 
 
 
 
 

Şək. 1. MSFD-nin sxematik görüntüsü 
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